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Optoelektronischer Koppler MB 104
JURGEN GRAFE
Mitteilung aus dem VEB Werk fiir Fernsehelektronik

Der optoelektronische Koppler MB 104 besteht aus einer
GaAs-Infrarotemitterdiode als Sender und einem npn-Si-
Fototransistors als Empfénger. Er dient zur galvanischen
Trennung von Stromkreisen mit hohen Potentialdifferenzen
und ist vorwiegend fiir den Einsotz in der MefB-, Steuer- und
Regelungstechnik vorgesehen.
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Bild 1: Abmessungen und AnschluBbelegung

Kennwerte bei 3, = 25°C

Bezeichnung min. typ. max,

Eingangskreis
DurchlaBgleichspannung Uy in V

bei Iy = 40 mA 1,3 1,5
Sperrgleichstrom Ip in A

beiUy =6V 10

Ausgangskreis

Kollektorstrom Icgg in nA

bei Ucg =10V 50
Kollektorstrom Iceo in pA

bei Ucgy = 32V 10
Kollektor-Basisstrom lcpo in A

bei Ueg =70V 100
Emitter-Kollektorstrom lgco in uA

bei Ugce =6V 10

Koppler

Kollektorstrom lcg in mA
beilp = 10 mA, Ucg = 5V
Gruppe A 4
Gruppe B 10 28
Gruppe C 16
Kollektorstrom l¢g in mA
bei lp = 3,2 mA, U = 0,4V
Gruppe A 0,2
Gruppe B 0.5
Gruppe C 1,6
Isolotionswiderstand R;, in Q
bei Ujy == 0,5 kV 10" 1012
Schaltzeiten
bei ip = 10mA, Uy =5V, R, =75Q
Verzdgerungszeit tq in us 5
Anstiegszeit tr in ps 10
Speicherzeit t, in us 1,5
Abfallzeit t; in us 10

Infrarotemitterdiode

DurchlaBBgfeichstrom Iy in mA 40
DurchlaBspitzenstrom lgpy in mA 80")
Spitzensperrspannung Ugpy in V [
Transistor

Kollektor-Emitter-Spitzenspannung Ucpn in V 32
Emitter-Kollektor-Spitzenspannung Ugcy in V ]
Koppler

Prisfspannung Up in kV3) 2,8
Betriebstemperaturbereich 9, in "C —55 85
Logerungstemperaturbereich d.,, in °C ~=55 125
1) gemessen bei einer Impulsdauer t, = 50 us und einem Tastverhdltnis
7= % =1:2

2) Bezugsatmosphire und Korrekturwerte bei obweichenden Umgebungs-
bedingungen gemdR TGL 20 61802
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Bild 7: Mittlerer Kollektor-Emitterdunkelstrom in

107! 2 I/ ) 2

8 & e

/ / 02 thq =25°C; Parameter I 02 wmal—
g / 8 e 1 8 L
/ / 6 . § e 20mA,
¢ d | JomAL e ] ‘ A
< AT % 1mA
< ,=85°C g LA |20ma S
W 75°C e 2 A QT 2
~ 45°C i / L~ 13 /
2 25°C & 7 2 / 5mA
7/ 0l 10mA lo? i
8 — ~g //
/ 6 6
102 4 5mA i p 2mA
1]/ l
8 ] / |
A 2 7]
// / 1mA
4 100 2mA 100 ]
8 v 8
Ip=F(U) 5 6
Parameter : thg . ¢
2 1mA J]gﬂ(ucg)
- o,
/ , 2 P P q=25°C; Parameter I
i1 d
3 107 1077
WasT 10 11 12 13 14 15 07 2 4 6600 2 ¢ 6810 2 07 2 4 6800 2 4 681 2
U in V —mm— Uggin V ——— Uggin ¥V ——wm=—
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Bild 9: Mittlere Kollektor-Emitterkapazitdt des Fototransistors im Aus-
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tp in s —mm——

Abhdngigkeit von der Kollektor-Emluerspcn- gangskreis des Kopplers MB 104 in Abhdngigkeit von der Kollektor-
nung. Par : Umgebung otur &, Emitterspannung
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0 2 4 6 B 2 4 6 wi 2 4§ 6 w? 2 4 6 107 den Spitzenstrom der Eingangsdiode fisr

eine Umgebungstemperatur 4, = 25°C




